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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上に形成されたゲートライン、データライン及び電源供給ラインと、
　Ｒ、Ｇ、Ｂの画素領域はそれぞれ、互いに対向する二つの画素を備え、
　前記対向する二つの画素を備える画素領域がマトリックス形状に配置され、
　前記画素領域のそれぞれにおいて隣接する二つの画素のそれぞれを定義する二つのデー
タラインは互いにそれぞれ隣接していて、前記隣接する二つの画素は前記データラインに
対して鏡映対称的に形成されていて、前記隣接する二つの画素はゲートラインを共有し、
前記隣接する２つの画素は互いに独立的に電源供給ラインを備え、
　前記対向する二つの画素は、前記画素領域内に一体に形成されてなる発光層を共通に使
用し、
　前記対向する二つの画素は、同じ色相（カラー）の光を発光することを特徴とする有機
電界発光表示装置。
【請求項２】
　絶縁基板上に形成されたゲートライン、データライン及び電源供給ラインと、
　Ｒ、Ｇ、Ｂの画素領域はそれぞれ、互いに対向する二つの画素を備え、
　前記対向する二つの画素を備える画素領域がマトリックス形状に配置され、
　前記画素領域のそれぞれにおいて隣接する二つの画素のそれぞれを定義する二つの電源
供給ラインは互いにそれぞれ隣接していて、前記隣接する二つの画素は前記電源供給ライ
ンに対して鏡映対称的に形成されていて、前記隣接する二つの画素はゲートラインを共有
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し、前記隣接する２つの画素は互いに独立的にデータラインを備え、
　前記対向する二つの画素は、前記画素領域内に一体に形成されてなる発光層を共通に使
用し、
　前記対向する二つの画素は、同じ色相（カラー）の光を発光することを特徴とする有機
電界発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明は、有機電界発光表示装置に関し、より詳しくは、一つの画素部に対向する二つ
の画素を同時に形成して高開口率を確保し、製造工程が容易なアクティブマトリックス有
機電界発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
 一般的に使われている表示装置の中、一つの陰極線管ＣＲＴは、ＴＶをはじめとして計
測機器、情報端末機器等のモニターに主に利用されているが、ＣＲＴ自体の重さと大きさ
によって電子製品の小型化、軽量化の要求に積極的に対応出来ない。
【０００３】
 このようなＣＲＴに代えるために、小型、軽量化の長所を持っている平板表示装置が注
目されている。前記平板表示装置としては、ＬＣＤ(liquid crystal display)、ＯＥＬＤ
(organic electro luminescence display)等がある。
【０００４】
 このような平板表示装置の中、有機電界発光表示装置は、電子(electron)注入電極(cath
ode)と正孔(hole)注入電極(anode)から各々電子(electron)と正孔(hole)を発光層内部に
注入させ、注入された電子(electron)と正孔(hole)が結合したエキシトン(exciton)が励
起状態から基底状態に落ちる際、発光する発光表示装置である。
【０００５】
 このような原理によって従来の薄膜液晶表示素子とは違い、別途の光源を必要としない
ので、素子の体積と重さを減らすことができる長所がある。
【０００６】
 前記有機電界発光表示装置を駆動する方式は、パッシブマトリックス型(passive matrix
 type)とアクティブマトリックス型(active matrix type)とに分けられる。
【０００７】
 前記パッシブマトリックス型有機電界発光表示装置は、その構成が単純で、且つ製造方
法もまた単純であるが、高い消費電力と表示素子の大面積化に難しさがあって、配線の数
が増加すればするほど開口率が低下される短所がある。
【０００８】
 したがって、小型の表示素子に適用する場合には、前記パッシブマトリックス型有機電
界発光表示装置を使用する反面、大面積の表示素子に適用する場合には、前記アクティブ
マトリックス型有機電界発光表示装置を使用する。
【０００９】
 以下、添付の図面を参照して、従来技術について説明する。
【００１０】
 図１は、有機電界発光表示装置の平面構造図であり、図２は、従来の有機電界発光表示
装置の断面構造を示すものであって、図１においてキャパシターと駆動トランジスター及
び前記駆動トランジスターに連結する有機電界発光素子に限定して示すものである。
【００１１】
 図１を参照すれば、従来の有機電界発光表示装置は、互いに絶縁されて一方向で配列さ
れた多数のゲートライン１１０と、互いに絶縁されて前記ゲートライン１１０と交差する
方向で配列された多数のデータライン１２０と、互いに絶縁されて前記ゲートライン１１
０と交差して前記データライン１２０に平行するように配列された共通電源ライン１３０
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と、前記ゲートライン１１０及びデータライン１２０と共通電源ライン１３０により形成
される複数個の画素領域１４０と、各々画素領域１４０ごとに配列される複数個の画素電
極１５０と、を備える。
【００１２】
 各画素領域１４０には、Ｒ、Ｇ、Ｂ単位画素が配列され、各単位画素は、二つの薄膜ト
ランジスター１６０、１８０と、一つのキャパシター１７０及び前記画素電極１５０を備
えた有機電界発光素子を備える。この際、図面符号１８９は、前記駆動トランジスター１
８０のドレーン電極１８５と画素電極１５０を連結するためのビアホールを示す。
【００１３】
 二つの薄膜トランジスター１６０、１８０の中、スイッチングトランジスター１６０は
、ソース/ドレーン領域を備えた活性層１６１と、前記ゲートライン１１０に連結するゲ
ート電極１６３及び前記活性層１６１のソース/ドレーン領域にコンタクトホールを介し
て連結するソース/ドレーン電極１６５、１６７と、を備える。また、駆動トランジスタ
ー１８０は、ソース/ドレーン領域を備えた活性層１８１と、ゲート電極１８３及び前記
活性層１８１のソース/ドレーン領域にコンタクトホールを介して連結するソース/ドレー
ン電極１８５、１８７と、を備える。
【００１４】
 一方、キャパシター１７０は、前記駆動トランジスター１８０のゲート１８３及びコン
タクトホールを介して駆動トランジスター１８０のドレーン電極１６７に連結する下部電
極１７１と、駆動トランジスター１８０のソース１８５がコンタクトホールを介して連結
する共通電源ライン１３０に連結する上部電極１７３と、を備える。前記画素電極１５０
は、ビアホール１８７を介して前記駆動トランジスター１８０のドレーン電極１８７に連
結する。
【００１５】
 図２を参照すれば、絶縁基板２００上にバッファー層２１０が形成され、バッファー層
２１０上にソース/ドレーン領域２２１、２２５を備えた活性層２２０が形成され、ゲー
ト絶縁膜２３０上にゲート電極２４１とキャパシターＣの下部電極２４５及びゲートライ
ン２４７が形成される。層間絶縁膜２５０上には、コンタクトホール２５１、２５５を介
して前記ソース/ドレーン領域２２１、２２５と連結するソース/ドレーン電極２６１、２
６５と、前記ソース/ドレーン電極２６１、２６５の中のいずれか、例えば、ソース電極
２６１に連結するキャパシターＣの上部電極２８５と、データライン２６７と、が形成さ
れる。
【００１６】
 前記絶縁基板２００全面に保護膜２７０が形成され、前記保護膜２７０上にビアホール
２７５を介して前記ソース/ドレーン電極２６３、２６５の中のいずれか、例えばドレー
ン電極２６５に連結する発光素子Ｅの画素電極である下部電極２８１が形成される。前記
下部電極２８１の一部分を露出させる開口部２９５が形成された画素正義膜ＰＤＬ、２９
０が形成され、前記開口部２９５内の下部電極２８１上に有機発光層２８３が形成され、
前記絶縁基板２００の全面に上部電極２８５が形成されて有機電界発光素子Ｅが形成され
る。
【００１７】
 一方、図３は、従来の有機電界発光表示装置のＲ、Ｇ、Ｂ画素配列を説明するための平
面構造図であって、各画素がドット(Dot)方式で開口されている構造を示す。
【００１８】
 図３を参照すれば、有機電界発光表示装置３００は、複数の画素３１０がマトリッ
クス形状で配置されて構成される。各画素３１０は、薄膜トランジスター等のスイッチン
グ素子及び駆動素子を備え、各画素３１０のスイッチング素子を行に対応するゲートライ
ン及び列に対応するデータラインで駆動して有機電界発光素子を発光させる。Ｒ画素、Ｇ
画素及びＢ画素の配列は、任意なものであるが、例えば、図３に示されたように、Ｒ画素
、Ｇ画素、Ｂ画素を直線上(列上)で配置(ストライプ配列)できる。
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【００１９】
 しかしながら、前記のような有機電界発光表示装置は、図３に示された各画素に対応す
る開口部の段差部に有機発光層の厚さの不均一が発生して均一な発光特性を得ることがで
きない問題点がある。
【００２０】
 前記問題点を解決するために、韓国内公開特許２００２-００７７２４１のように、スト
ライプ方式で開口部を形成する方法が導入された。また、デルタ方式で開口部を形成する
方法も導入された。
【００２１】
 しかしながら、前記ストライプ方式又はデルタ方式で開口率を高める場合には、隣接画
素の光による干渉で有機電界発光表示装置の視認性が低くなる問題点がある。
【００２２】
 また、有機電界発光表示装置において、前記ドット(Dot)方式、ストライプ方式及びデル
タ方式で開口部を形成する構造は、Ｒ、Ｇ、Ｂをなす画素が同じ形態で均等な位置に配置
、すなわち、均等配置され、高品位で多くの情報量を処理するためには、精密なパターン
と高開口率は互いに反比例してストライプ方式又はデルタ方式で画素の開口率を高める方
式は、 高品位情報処理に難しい問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
 本発明の目的は、前述の従来技術の問題点を解決するためのもので、本発明は、一つの
画素部に対向する二つの画素を同時に形成して高開口率を確保し、製造工程が容易なアク
ティブマトリックス有機電界発光表示装置を提供することにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
 前記目的を達成するための本発明は、絶縁基板上に形成されたゲートライン、データラ
イン及び電源供給ラインと、前記ゲートライン、データライン及び電源供給ラインによっ
て限定される画素領域と、前記画素領域は、互いに対向する二つの画素を備え、前記対向
する二つの画素を備える画素領域がマトリックス形状で配置される有機電界発光表示装置
を提供することを特徴とする。
【００２５】
 前記対向する二つの画素は、同じ色相の光を発光することが好ましく、前記対向する二
つの画素は、発光層を共通層で使用することが好ましい。
【００２６】
 また、本発明は、絶縁基板上に形成されたゲートライン及びデータラインと、前記ゲー
トライン及びデータラインによって限定され、隣接する二つの発光領域を備える多数の画
素領域を含み、同じ色相の発光をする互いに異なる画素領域内での発光領域の偏りが同一
なように前記発光領域を配置する有機電界発光表示装置を提供することを特徴とする。
【００２７】
 前記画素領域内の発光領域は、発光層を共通層で使用し、前記隣接する二つの発光領域
は同じ色相の光に発光することが好ましい。
【００２８】
 また、本発明は、絶縁基板上に形成されたゲートライン及びデータラインと、前記ゲー
トライン及びデータラインによって区画される画素部と、前記有機発光部に供給される電
流の量を調節して発光される光の量を調節する駆動トランジスター、前記ゲートラインか
ら印可された信号によりターンオンされてデータラインの信号を前記駆動トランジスター
に印可するスイッチングトランジスター及び有機発光部とからなる二つの隣接した画素を
備え、前記二つの隣接した画素のスイッチングトランジスターから有機発光部に印可され
る電流の方向が互いに対向する方向である有機電界発光表示装置を提供することを特徴と
する。
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【００２９】
 前記有機発光部は、画素電極、有機発光層及び上部電極からなり、前記隣接する二つの
画素は、前記有機発光層を共通層で使用することが好ましい。
【発明の効果】
【００３０】
 本発明によれば、一つの画素部に対向するの二つの画素を同時に形成して高開口率を確
保し、製造工程が容易なアクティブマトリックス有機電界発光表示装置を提供できる。
【００３１】
 下記では、本発明の好ましい実施例を参照して説明したが、該当技術分野の熟練された
当業者であれば、上記特許請求範囲に記載された本発明の思想及び領域から外れない 範
囲内で本発明を多様に修正及び変更させることができることが分かる 。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
 以下、添付の図面を参照して、本発明の実施例を説明する。
【００３３】
 図４は、本発明の実施例に係る有機電界発光表示装置のＲ、Ｇ、Ｂ画素配列を説明する
ための平面構造図であって、隣接した二つの画素が非均等配置されている構造を示す。
【００３４】
 図４を参照すれば、本発明の有機電界発光表示装置４００は、Ｒ、Ｇ、Ｂ別二つの隣接
画素４１０が互いに隣接して対向する形態で形成される。前記各画素４１０は、スイッチ
ング用薄膜トランジスター、キャパシター、駆動用薄膜トランジスター及び前記駆動用薄
膜トランジスターに連結する有機発光素子からなり、前記各画素４１０の行に該当するゲ
ートライン４２０、列に該当するデータライン４３０及び電源ライン４４０で前記スイッ
チング用薄膜トランジスター及び駆動用薄膜トランジスターを駆動して前記有機発光素子
を発光させる。前記Ｒ、Ｇ、Ｂ画素の配列は、任意なものであるが、図４に示されたよう
に、直線上(列)で配置することもできる。
【００３５】
 前記Ｒ、Ｇ、Ｂ別各画素４１０は、従来の有機電界発光表示装置の各画素が均等配置さ
れることとは違い、互いに非均等配置されている。すなわち、それぞれの画素が同じ位置
に同じ形状で形成されることとは違い、隣接する二つの画素がミラーイメージ(mirror im
age)で互いに対向する形態で形成され、前記ミラーイメィジで形成された二つの画素が反
復される構造を持つ。
【００３６】
 図５は、本発明の第１実施例に係る有機電界発光表示装置を説明するための平面構造図
であって、図４の隣接する二つの対向する画素をスイッチングトランジスター、キャパシ
ター、駆動トランジスター及び前記駆動トランジスターに連結する有機発光素子に限定し
て示すものである。
【００３７】
 図５を参照すれば、本発明の有機電界発光表示装置は、二つの画素がデータライン５２
０、電源ライン５３０及び二つのゲートライン５１０間の領域に互いに対向する形態で形
成された構造、すなわち画素がそれぞれ異なる位置に形成される非均等配置構造を持つ。
すなわち、画素電極５５０上に有機発光層を形成する際、有機発光層は、一つの画素電極
上だけでなく、対向する画素上にも形成される、すなわちデータライン５２０、電源ライ
ン５３０及び二つのゲートライン５１０間の領域に一体型で形成される構造を持つ。
【００３８】
 一つの画素には、スイッチング用薄膜トランジスター５６０、駆動用薄膜トランジスタ
ー５８０と、キャパシター５７０及び前記駆動用薄膜トランジスター５８０と連結する有
機発光素子が形成されて発光する発光領域を備える。
【００３９】
 前記スイッチング用薄膜トランジスター５６０のドレーン電極５６７は、前記データラ
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インと連結し、ソース電極５６５は、前記キャパシター５７０の下部電極５７１と連結し
、ゲート電極５６３は、前記ゲートライン５１０に連結する。
【００４０】
 また、前記駆動用薄膜トランジスター５８０のソース電極５８５は、前記電源ライン５
３０に連結し、ドレーン電極５８７は、画素電極５５０と連結し、ゲート電極５８３は、
前記キャパシター５７０の上部電極５７３と連結する。
【００４１】
 前記のように形成された有機電界発光表示装置の各画素は、データライン５２０は、画
像信号を伝達し、ゲートライン５１０は、選択信号を伝達し、スイッチング薄膜トランジ
スターは、前記ゲートライン５１０の選択信号によってデータを前記キャパシター５７０
に伝達し、前記キャパシター５７０は、印可されたデータを保存して維持する。そして駆
動用薄膜トランジスター５８０は、画素電極５５０に電流を流れて有機発光素子を駆動さ
せる。
【００４２】
 この際、前記互いに隣接する二つの画素は、各電流方向もまた互いに対向する構造であ
る。すなわち、画素部の両側に形成されたゲートライン５１０により信号が伝えられ始め
て有機発光素子まで伝えられる過程が鏡を向き合っていることと同じ方向で伝えられる。
【００４３】
 また、互いに異なる画素部での各画素、換言すれば、スイッチング及び駆動薄膜トラン
ジスター、キャパシターと有機発光層で発光される光が外部に取り出される発光領域の偏
りが同じ構造を持つものである。
【００４４】
 本発明の有機電界発光表示装置の一つの画素は、バッファー層を備える絶縁基板上に形
成されてソース/ドレーン領域を備える活性層、ゲート絶縁膜上に形成されたゲート電極
、層間絶縁膜のコンタクトホールを介して前記ソース/ドレーン領域と電気的に連結する
ソース/ドレーン電極を備える駆動用薄膜トランジスターを備え、前記薄膜トランジスタ
ーと電気的に連結する下部電極、有機発光層、上部電極からなる有機発光素子を備える。
【００４５】
 この際、前記隣接する二つの第１画素及び第２画素は、有機発光層を共通化して開口さ
れ、互いに対向する形態で形成される。すなわち、互いに対向しており、それぞれの構成
要素が反対方向で配置された構造を持つ。
【００４６】
 図６は、本発明の第２実施例に係る有機電界発光表示装置を説明するための平面構造図
である。
【００４７】
 図６を参照すれば、本実施例における有機電界発光表示装置の画素構造は、前記第１実
施例における画素構造の構成要素は、同一であるが、その配置において相異する。前記第
１実施例では、二つの画素５４０が二つのゲートライン５１０間に一体型で配置されてい
て、二つの画素５４０が隣接するように互いに対向するように形成されているが、本実施
例では、二つのゲートライン５１０が隣接するように形成され、それぞれの画素５４０が
ゲートライン５１０を中心に対称的に形成されている。
【００４８】
 図７は、本発明の第３実施例に係る有機電界発光表示装置を説明するための平面構造図
である。
【００４９】
 図７を参照すれば、本実施例における有機電界発光表示装置の画素構造は、前記第１実
施例における画素構造の構成要素とは同一であるが、その配置において相異する。前記第
１実施例では二つの画素５４０が二つのゲートライン５１０間に一体型で配置されていて
、二つの画素５４０が隣接するように互いに対向するように形成されているが、本実施例
では、ゲートライン５１０は、二つの画素５４０が共通で共有するが、共通電源線５９０
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を中心に二つの画素５４０構造が互いに対向するように形成される。また、第２実施例で
は、二つのゲートライン５１０が隣接するように形成され、ゲートライン５１０を中心に
二つの画素５４０構造が互いに対向するように形成されるが、前述した通り、本実施例で
は、一つのゲートライン５１０を二つの画素５４０が共有し、共通電源線５９０を中心に
互いに二つの画素構造が互いに対向するように形成される。
【００５０】
 図８は、本発明の第４実施例に係る有機電界発光表示装置を説明するための平面構造図
である。
【００５１】
 図８を参照すれば、本実施例における有機電界発光表示装置の画素構造は第３実施例と
似ているが、単にその配置において相異する。第３実施例では、共通電源線５９０を中心
に画素構造が互いに対向するように二つの画素５４０が配置されたが、本実施例では、二
つのデータライン５２０が互いに隣接し、前記データライン５２０を中心に二つの画素５
４０構造が互いに対向するように形成される。この際、ゲートライン５１０は、二つの画
素が互いに共有するようになっている。
【００５２】
 前記のような本発明の実施例等では、互いに対向する二つの同色隣接画素で有機発光層
を共通化して同時に開口させるので、従来のドット(Dot)方式で画素の開口部を形成する
方法に比べて高い開口率を得ることができる。
【００５３】
 また、従来のストライプ方式又はデルタ方式で画素の開口部を形成する方法に比べて精
密なパターンが可能なので、有機電界発光表示装置の視認性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】有機電界発光表示装置の平面構造図である。
【図２】従来の有機電界発光表示装置の断面構造図である。
【図３】従来の有機電界発光表示装置のＲ、Ｇ、Ｂ画素配列を説明するための平面構造図
である。
【図４】本発明の実施例に係る有機電界発光表示装置のＲ、Ｇ、Ｂ画素配列を説明するた
めの平面構造図である。
【図５】本発明の実施例に係る有機電界発光表示装置のＲ、Ｇ、Ｂ画素配列を説明するた
めの平面構造図である。
【図６】本発明の他の実施例等に係る有機電界発光表示装置の単位画素構造を示す平面構
造図である。
【図７】本発明の他の実施例等に係る有機電界発光表示装置の単位画素構造を示す平面構
造図である。
【図８】本発明の他の実施例等に係る有機電界発光表示装置の単位画素構造を示す平面構
造図である。
【符号の説明】
【００５５】
 ４００ 有機電界発光表示装置
 ４１０ 画素
 ４２０ ゲートライン
 ４３０ データライン
 ４４０ 電源ライン



(8) JP 4549827 B2 2010.9.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(9) JP 4549827 B2 2010.9.22

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(10) JP 4549827 B2 2010.9.22

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)           Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ          　　　　　

    合議体
    審判長  小松　徹三
    審判官  今関　雅子
    審判官  村田　尚英

(56)参考文献  特開２００２－２９９０５１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１０９４０５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G09F9/30
              G09G3/20
              H05B33/12


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

